AJP FiZiKA 2022

volume XXVIII No2, section: Az

PALLADIUM SiLIiSIDIN ALINMA TEXNOLOGIYASI VO ONUN
ELEKTROFIZIiKi XASSOLORININ TODQIQI
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Silisid palladiumun alinma texnologiyast vo onun elektrofiziki xassolori nozordon kegirilmigdir. Malum olmusdur ki,
PdSi 410°C temperaturda alinir vo onun xiisusi miigavimati 28+36 mkOm-sm hiidudlarinda doyisir.

Acar sozlar: silisium, toboge, fotohossasliq, inteqral mikrosxem, adgeziya, holledici, Sottki ¢opari, fotogobuledici.

UOT: 666.9-129
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GIRIS

Elm vo texnikanin toraqgisinds elektronikanin va
mikroelektronikanin inkigafi mithiim rol oynayir. El-
min bu sahasinin inkisafi sayesinds kosmik texnika vo
texnologiyani inkisaf etdirmok miimkiin olmusdur. In-
tegral mikrosxemlorin vo bunlarin osasinda yaradilan
cihazlarin inkisafi mévcud texnologiyanin daha miiasir
texnologiya ilo ovoz olunmasi Vo yeni materiallarin ya-
radilmasindan asilidir. Bu manada ham texniki, hom do
elmi ndqteyi nozardoan silisidlar boyiik shomiyyat kash
edir. Silisidlor bir gayda olarag tomiz metallarin silisi-
umla (Si) kimyovi reaksiyast noticoesinds alinir. MaSo-
lan, silisiumla (Si) platin (Pt) reaksiyaya girorok platin
silisid (PtS1) [1], iridiumla (Ir) - iridium silisid [2], pal-
ladiumla (Pd) - [3] palladium silisid va s. amala gatirir.
Silisidlor kigik miiqavimats, yaxs1 adgeziyaya, hamar
sotho malik olurlar, metallarla reaksiyaya girmirlor,
halledicilards asan hall olunurlar.

Inteqral sxemlorin (iS), eloca da ifrat boyiik in-
tegral sxemlorin (IBIS) hazirlanmasinda silisidlorden
omik kontakt, Sottki baryerli cihazlar, carayankegcirici
sistemlorin ki¢ikomlu materiallart kimi istifado edi-
lir.Sottki baryerli cihazlardan an miihiimii matrisal fo-
togobuledicilardir (MFQ). MFQ-lordon kond tesorrii-
fatinda, ekologiyada, tibbdoa, harbi vo digar sahalords
genis istifads oluna bilor.

PALLADIUM SIiLiSiDIN ALINMASI
TEXNOLOGIYASI

Palladium silisidin alinmasi {igiin yiingiil platinoid
grupuna aid olan giymatli platin (Pt) ve yiikdasiyicila-
rimin  konsentrasiyast 1,5-10%%sm=, oriyentasiyalari
(100), (111) olan p- va n- tip standart silisium yarimke-
girici 16vhasi gotiiriilmiisdiir. Lévha 15 saniys arzinds
hidrogen fliiorid (HF) va suyun (H20) 1:10 nishatinde-
ki qarigiginda kimyovi aginmaya ugradilir, sonra iso de-
ionizasiya olunmus suda 20 saniys miiddatinds yuyulur
(sokil 1).

Lovhs tomizlondikdon sonra 1000°C temperatur-
da su buxar1 atmosferinds iki saat saxlanilmigdir. Bu
zaman onun uizarinds qalmhg: 0,5mkm olan silisium
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dioksid tobogasi yaranir. Silisium dioksid tabagasini
sixlagdirmaq moqsadi ilo 0 reaktorda quru oksigen (O2)
atmosferindo 12 doqigo miiddstindo saxlanilir. Sonra
fotolitoqrafiya tisulu ilo oksid tobagosindon sahosi
10°sm? olan pancars acilir (sokil 2).

Si

Sokil 1. Tomizlonmis Si 16vhasi

Sio;

Si

Sakil 2. Uzarinda pancars agilan Si.

Pd  sjo,

Sakil 3. Uzarino Pd ¢okilmis Si.

Novbati amoliyyatda Si tabagasinin iizarins vaku-
um buxarlanma, yaxud maqnetron ¢dkdiirms tisulu ila
150-250 A qalinligh Pd tobagosi gokilir (sokil 3).

Magnetron ¢okdiirmo “Oratoriya-5” qurgusunda
asagida gostorilon rejimds aparilmigdir:
- qurgudaki tozyiq P = 510 Pa,
- hadafs diison garginlik U = 450 V,
- anoda diison carayan siddati J = 0,3 A,
- ¢okdiirmoanin davametmo zaman1 T = 100-250 san
- termiki emalin miiddati t = 30 doq Vo 8 saat,
- termiki emaldaki qaz qarisigi = Ho + Oz
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“Oratoriya-5" qurgusunda plazma almaq ti¢iin ig¢i
madds kimi argon tesirsiz qazi istifado olunmusdur.
Plazmada temperatur yiiksok oldugundan palladium
asanhgqla silisium althigin tizarino ¢okiir.

Termiki emal noticasindo palladiumla siligium
arasinda asagidaki reaksiya bas verir:

Pd + Si — Pd2Si + Pd + Si — Pd2Si + PdSi +Pd + Si — PdSi

Kimyovi reaksiyanin son mohsulu palladium
silisiddir (PdSi) (sokil 4).

Qrafikdon gériindiiyi kimi Rs temperaturdan
asililigr 773°K gadoar xatti olaraq azalir, 773-973°K-no

Pdsi Sio, godoari iso temperaturdan asili deyildir, mohz hamin
temperatur intervalinda PdSi stabil halda olur.
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Sakil 4. Uzarinds PdSi olan Si.

PdSi-nin holl olundugu mahlullar: Car aragi1 (HCI1

+HNO3) 3:1 nisbstinds; HCI; H2SO4; H2SO4 +H,0; T T
KJ + J. Hall olunmadigi moahlullar: HNOg3; HF + HNOs e 1
[4].
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Inteqral sxemlords (IS) istifade olunan corayan-
kegirici materiallarin osas xarakteristikalar1 onlarin
xtisusi (p) vo soth miigavimatloridir (Rs). PdSi-in xiisusi
miigavimoti dérdzondlu standart metodla 6l¢iilmiis vo
28+36 mkOm-'sm-o borabor oldugu miiayyan
olunmusdur. Xiisusi miigavimati 6lgdiikdon sonra
nazik PdSi tobogesinin galinligina oasason Sathi
miigavimati agagidak diisturla tayin etmok olar:

Rs:p/d.

Sokil 5. Sothi miiqavimetin temperaturdan asililigi

Doérdzondlu metodla xiisusi miigavimati tayin
edon zaman althgin miqavimato toSiri  noazara
alinmamugdir. Belo ki, althiq dielektrik olarsa bu ciizi
oldugundan noazaro almamagq olar. Lakin altliq kegirici
olarsa, onda imumi miiqavimats altligin vo l6vhanin
miigavimatlorinin  paralel  birlogdirilmasi ~ Kimi
baxilmalidir.

Sakil 5-da sathi miigavimatin termiki emal tem-
peraturundan asililig1 gostorilmisdir.
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TEXHOJIOTHS ITOJTYYEHUS U UCCJEJOBAHUE DJEKTPO®PUINYECKNX CBOMCTB
CMJIMOU A TTAJIJIAANSA

PaccmarpuBaeTcst TEXHOJIOTHS MOJYHYEHUS CHIIMLUA TTAJUIAIUS M €ro 3JIeKTPOGU3NIECKHe CBOHCTBA. Y CTAHOBIICHO,
uro PdSi momywaercs mpu 410°C u ero yzienbHOE CONPOTHBIIEHHE KONEOIETCs B ipesienax 28+36 MkOM-cwm.

Kh.S. Aliyeva, A.E. Mammadova, S.I. Huseynova, 1.Sh. Sardarova

PRODUCTION TECHNOLOGY AND STUDY OF ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF
PALLADIUM SILICIDE

The production technology of palladium silicide and its electrophysical properties are considered. It is established that
PdSi is obtained at 410°C and its resistivity varies in the range 28+36 mkOhm-sm.
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